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摘要(译)

提供了一种批量转移微半导体结构的方法。该方法利用选择性激光剥离
（选择性LLO）技术，并且在选择性LLO工艺期间批量选择微半导体结
构。因此，以下转移步骤不需要预先制备凹形图案，从而避免了通过微
接触印刷工艺产生的技术难题。
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